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[57]申請專利範圍
1.　一種溫控式晶片承載模組，適用於一晶片量測系統，該溫控式晶片承載模組包括有：一
基座，係設置於該晶片量測系統之底部；一位移台，係設置於該基座之上方；一承載

部，係設置於該位移台之上方，且具有一平坦之上表面，該平坦之上表面具有至少一置

晶區域，可用來容置至少一待測晶片，使得該待測晶片可藉由該位移台而調整其空間位

置；以及一溫控模組，包含一設置於該承載部內之升溫器與一設置於該承載部內之溫度

感測器。

2.　如請求項 1所述之溫控式晶片承載模組，其中該位移台係為一可調整水平位置之二維位
移台或一可同時調整水平與垂直位置之三維位移台。

3.　如請求項 1所述之溫控式晶片承載模組，其中該升溫器係設置於該待測晶片之下方，以
加熱並提高該待測晶片之溫度。

4.　如請求項 1所述之溫控式晶片承載模組，其中該溫度感測器係設置於該待測晶片之下
方，並接觸該待測晶片之底面，以量測該待測晶片之溫度。

5.　如請求項 1所述之溫控式晶片承載模組，更包括一控制器，電性連接於該升溫器及該溫
度感測器之間，該控制器根據該溫度感測器所量測到的溫度，輸出一控制訊號，以控制

該升溫器是否持續加熱該待測晶片。

6.　如請求項 5所述之溫控式晶片承載模組，其中當該升溫器預定加熱該待測晶片至一預設
溫度，且該溫度感測器量測到的該待測晶片之溫度達到該預設溫度時，該控制器控制該

升溫器停止加熱該待測晶片。

7.　如請求項 5所述之溫控式晶片承載模組，其中該控制器、該升溫器與該溫度感測器可選
擇性地整合在單一晶片上。

8.　如請求項 1所述之溫控式晶片承載模組，其中該升溫器係為一電阻、微波型或電熱管式
加熱器。

9.　如請求項 1所述之溫控式晶片承載模組，其中該溫度感測器係為一熱電耦或紅外線溫度
計。

10.   如請求項 1所述之溫控式晶片承載模組，其中該承載部係為一導熱平台。
11.   一種溫控式晶片承載模組，適用於一晶片量測系統，該溫控式晶片承載模組包括有：一

基座，係設置於該晶片量測系統之底部；一位移台，係設置於該基座之上方；一承載

部，係設置於該位移台之上方，且具有一平坦之上表面，該平坦之上表面具有至少一置

晶區域，可用來容置至少一待測晶片，使得該待測晶片可藉由該位移台而調整其空間位
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置；以及一溫控模組，包含設置於該承載部內之一升溫器、一冷卻單元與設置於該承載

部內之一溫度感測器。

12.   如請求項 11所述之溫控式晶片承載模組，其中該位移台係為一可調整水平位置之二維位
移台或一可同時調整水平與垂直位置之三維位移台。

13.   如請求項 11所述之溫控式晶片承載模組，其中該升溫器係設置於該待測晶片之下方，以
加熱並提高該待測晶片之溫度。

14.   如請求項 11所述之溫控式晶片承載模組，其中該冷卻單元係設置於該待測晶片之下方，
且該冷卻單元具有一穿過該承載部之中空管、填充於該中空管內之冷卻液、以及一用以

驅動該冷卻液於該中空管內流動之泵浦。

15.   如請求項 14所述之溫控式晶片承載模組，其中該冷卻液係為液態氮或冷媒。
16.   如請求項 11所述之溫控式晶片承載模組，其中該溫度感測器係設置於該待測晶片之下

方，並接觸該待測晶片之底面，以量測該待測晶片之溫度。

17.   如請求項 11所述之溫控式晶片承載模組，更包括一控制器，電性連接於該升溫器、該冷
卻單元及該溫度感測器之間，該控制器根據該溫度感測器所量測到的溫度，輸出一控制

訊號，以控制該升溫器與該冷卻單元。

18.   如請求項 17所述之溫控式晶片承載模組，其中當該升溫器預定加熱該待測晶片至一預設
溫度，且該溫度感測器量測到的該待測晶片之溫度達到該預設溫度時，該控制器控制該

升溫器停止加熱該待測晶片。

19.   如請求項 17所述之溫控式晶片承載模組，其中當該冷卻單元預定降溫該待測晶片至一預
設溫度，且該溫度感測器量測到的該待測晶片之溫度達到該預設溫度時，該控制器控制

該冷卻單元停止降溫該待測晶片。

20.   如請求項 11所述之溫控式晶片承載模組，其中該升溫器係為一電阻、微波型或電熱管式
加熱器。

21.   如請求項 11所述之溫控式晶片承載模組，其中該溫度感測器係為一熱電耦或紅外線溫度
計。

22.   如請求項 11所述之溫控式晶片承載模組，其中該承載部係為一導熱平台。
23.   如請求項 11所述之溫控式晶片承載模組，更可包括一吹氣單元，其係設置於該承載部之

該平坦之上表面，以避免水氣凝結於該待測晶片上。

24.   如請求項 11所述之溫控式晶片承載模組，其中該冷卻單元係維持該待測晶片之溫度界於
70至 80K之間。

圖式簡單說明

第 1圖係為根據本創作實施例之溫控式晶片承載模組的結構示意圖。

第 2圖係為根據本創作實施例之溫控模組的結構示意圖。第 3圖係為根據本創作又一實
施例之溫控模組的電路方塊圖。

第 4圖係為根據本創作又一實施例之溫控模組的結構示意圖。

第 5圖係為根據本創作又一實施例之溫控模組的電路方塊圖。
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